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Результаты и их обсуждение
На рис. 2 и 3 представлены зависимости плотности и размеров островков слоев Si1 – хGeх, осажден-

ных на подложку монокристаллического кремния без оксида кремния, от температуры осаждения. 
При температуре 570 °С после осаждения в течение 180 с наблюдается рост островкового слоя (рис. 4) со 

средним размером островков Si1 – хGeх 22 нм и плотностью 1,07 ⋅ 1011 см–2, что в 2,5–3,4 раза выше, чем 
при осаждении поликристаллического кремния (от 3,1 ⋅ 1010 до  4,3 ⋅ 1010 см–2 [16]). Островки имеют 
округлую форму. При увеличении длительности осаждения до 300 с средний размер островков воз-
растает до 33 нм, а плотность уменьшается до 7,22 ⋅ 1010 см–2. Дальнейшее увеличение длительности 
осаждения до 420 с приводит к возрастанию среднего размера островков до 40 нм и уменьшению их 
плотности до 5,64 ⋅ 1010 см–2. Затем происходят коалесценция островков и образование сплошного слоя 
Si1 – хGeх. 

Рис. 2. Зависимость плотности островков Si1 – хGeх  
от температуры осаждения при различной  

длительности осаждения: 1 – 180 с; 2 – 300 с; 3 – 420 с
Fig. 2. Dependence of the density of Si1 – хGeх islands  

on the deposition temperature at different deposition times: 
1 – 180 s; 2 – 300 s; 3 – 420 s

Рис. 3. Зависимость среднего размера островков Si1 – хGeх  
от температуры осаждения при различной  

длительности осаждения: 1 – 180 с; 2 – 300 с; 3 – 420 с
Fig. 3. Dependence of the average size of Si1 – хGeх islands  
on the deposition temperature at different deposition times: 

1 – 180 s; 2 – 300 s; 3 – 420 s


